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Abstract (en)
The circuit receives several supply voltages (V1,V2,V3) via connections (L1,L2,L3) each of which is connected to respective switches (T1,T2,T3).
At least one of the switches (T1) is a first MOS transistor of P conductivity type connected between the line (L1) and a common output terminal
(S). The circuit also includes: - a second transistor (T3) of P conductivity type, connected between the grid of the first transistor (T1) and a node
(N) maintained at the highest of the supply voltages; - a third transistor (T4), of N conductivity type, of less conductivity in the conducting state as
the first transistor (T1), connected between the grid of the first transistor (T1) and a reference potential, and; - a fourth transistor (T5), of P type of
conductivity, whose source is connected to a supply line associated with a switch, and whose drain is connected to a current source (R1) and to the
grids of the second (T3), third (T4) and fourth (T5) transistors..

Abstract (fr)
L'invention concerne un circuit d'alimentation recevant plusieurs tensions d'alimentation (V1, V2, V3) sur des commutateurs respectifs (T1, T2,
T3), au moins un des commutateurs (T1) étant un premier transistor PMOS connecté entre une des tensions d'alimentation (L1) et une borne de
sortie commune (S), ce commutateur étant associé à un deuxième transistor (T3) PMOS relié entre la grille du premier transistor et un noeud
d'alimentation (N) maintenu à la plus haute des autres tensions d'alimentation, à un troisième transistor (T4) NMOS moins conducteur à l'état
passant que le deuxième transistor, relié entre la grille du premier transistor et la masse, et à un quatrième transistor (T5) PMOS dont la source est
reliée à la ligne d'alimentation du commutateur et dont le drain est relié à la masse par l'intermédiaire d'une source de courant (R1) et aux grilles des
deuxième, troisième et quatrième transistors. <IMAGE>
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